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１．概要（Summary） 

我々は、Mg2Si を安価な近赤外受光素子として利用

するための研究を行なっている。金属/n-Mg2Si は、Au 

に対して整流性、Ag に対してオーミック性の接触となるこ

とが報告されている[1]。フォトリソグラフィ技術を用いて電

極パターニングする際に、純水洗浄によって酸化膜が形

成され、電極を形成しても導通が取れないという問題があ

るため、今回、フォトリソグラフィ技術を用いた電極パター

ニング後にドライエッチングを用いて酸化膜の除去を行い、

金属-半導体接合の作製を行なった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置、多目的ドライエッチング装置、

６連自動蒸着装置 

 

【実験方法】 

n 型 Mg2Si 基板を鏡面研磨し、裏面には Au/Al を

蒸着、熱拡散させ基板を準備した。次に、NIMS で基板

表面に高速マスクレス露光装置を用いて、数種類の電極

のパターニングを行なった、その後、多目的ドライエッチ

ング装置を用いて酸化膜の除去を行ない、６連自動蒸着

装置を用いて金属電極の堆積を行なった。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した素子の IV 特性を Fig. 1 に示す。測定は

24℃の室温で行なった。条件 A でエッチングを行なっ

た試料では導通が取れず、整流性も確認できなかった。

しかし、B 及び C の条件でドライエッチングを行なった

試料では導通を取ることができ、整流性が得られることが

確認できた。 

 

Fig. 1 I-V characteristics of Metal/n-Mg2Si 
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